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ABSTRACTED- PUB-NO: FR 2799307A 
BASIC- ABSTRACT : 

NOVELTY - A semiconductor device, having source/drain regions (23, 24) covering opposite 
silicon thin film end zones (13a) extending beyond an overlying gate dielectric layer (14), is 
new. 

DETAILED DESCRIPTION - A semiconductor device has a channel region defined between source and 
drain regions (23, 24) in a silicon body (10), a gate (15) on a gate dielectric thin film (14) 
above the channel region, a buried dielectric layer (22) and a silicon thin film (13) extending 
between the source and drain regions and contained between the buried dielectric layer (22) and 
the gate dielectric layer (14) . The novelty is that the silicon thin film (13) has an area 
greater than that of the gate dielectric layer (14) so that its upper surface has two opposite 
zones (13a) which extend beyond the gate dielectric layer (14), the source and drain regions 
(23, 24) covering respective opposite zones (13a) . 



An INDEPENDENT CLAIM is also included for production of the above device. 

USE - Especially as a MOSFET of SON (silicon on nothing) architecture for high performance CMOS 
devices used for rapid signal processing and/or low voltage/high power applications. 

ADVANTAGE - The design facilitates formation of a reliable contact between the silicon thin 
film of the channel and the source/drain regions, avoids the need for an expensive SOI 
substrate, suppresses short channel effects, provides better thermal contact between the 
channel and the substrate and provides reduced series resistance. 

DESCRIPTION OF DRAWING ( S ) - The drawing shows a schematic cross-sectional view of a SON-MOSFET 
according to the invention. 
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Le dlspositif semi-conducteur selon invention com- 
prend un corps de siltcium 10 dans lequel sont fornixes des 
regions de source et de drain 23, 24 o6finlssant entne eiles 
une rggion de canal une mince couche de dtelectrique de 
grille 14 sur la region de canal et une grille 15 sur la mince 
couche de di6lectrique de grille, une couche ensevelie cf un 
materiau dielectrique 22 s'etendant entre les regions de 
source et de drain 23, 24 et une mince couche de silicium 
13 s'£tendant entre les regions de source et de drain et 
comprise entre la couche de materiau dtelectrique ensevelie 
22 et la couche de dtelectrique de grille 14, caractertsG en 
ce que cetie mince couche de silicium 13 a une aire sup&- 
rieure d ce lie de la couche de dtelectrique de grille 4 de sorte 
que sa surface sup&ieure comporte deux zones opposes 
13a qui Pendent au-deJ^ de la couche de dielectrique de 
grille 4 et en ce que les regions de source et de drain 8, 9 
recouvrent respectivement chacune, au moins en partle, 
une desdites zones oppos6es 13a. 
Application aux transistors. 
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Dispositif semi-conducteur combinant les avantages des 
architectures massive et SOI, et procede de fabrication. 

La pr£sente invention concerne de mani&re g6n6rale les 
dispostifs semi-conducteurs CMOS k haute performance pour le 
traitement rapide de signaux et/ou des applications basse tension/basse 
puissance et plus particuliferement des transistors MOS k effet de champ 
5 (MOSFET). La nouvelle architecture dite "SON" (Silicon on Nothing) 
combine les avantages des architectures massive et silicium sur isolant 
(SOI). 

Un des facteurs Umitatifs des MOSFETs d'architecture massive 
classiques est l'effet de substrat qui nuit aux performances du transistor. 
10 Cet inconvenient est evit£ dans les MOSFETs d'architecture silicium sur 
isolant (SOI) en s£parant le mince film de silicium du substrat par une 
couche entente d'oxyde de silicium. 

L'elimination de l'effet de substrat dans les MOSFETs 
d'architecture SOI k film mince totalement appauvri r£sulte en un 
15 accroissement du courant de drain. 

Cependant, les MOSFETs d'architecture SOI ultramince 
souffrent d'une resistance source/drain (S/D) 61ev6e du fait de jonctions 
peu profondes limit£es par 1'dpaisseur de la couche de silicium et d'une 
mauvaise conductivity thermique. En outre, le coQt de fabrication des 
20 substrats d'architecture SOI est 61ev£, ce qui a limite leur introduction sur 
le marche. 

Pour rcmddier aux inconvenients des dispositifs de 1'art 
ant6rieur, on a propose un dispositif semi-conducteur tel que repr£sent6 k 
la figure 1 , comprenant un substrat de silicium 1 0 dans lequel sont fornixes 
25 des rdgions de source 23 et de drain 24, une mince couche de didlectrique 
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de grille 14 sur la region de canal et une grille IS sur la mince couche de 
dielectrique de grille 14, une couche ensevelie d'un materiau dielectrique 
22 s'etendant entre ies regions de source et de drain et une mince couche de 
silicium 13 comprise entre la couche de materiau dielectrique ensevelie 
5 22 et la couche de dielectrique de grille 14, constituant la region de canal 
du dispositif entre les regions de source et de drain 23, 24. La couche de 
materiau dielectrique ensevelie 22 peut etre constitute d'une cavite 
remplie d'air. 

Du fait de la trfcs faible 6paisseur de la mince couche de silicium 
10 13 constituant le canal, le contact lateral des regions de source 23 et de 
drain 24 avec cette couche de silicium 13 est difficile & realiser. 

L'invention a done pour objet de modifier ('architecture des 
jonctions du dispositif d6crit ci-dessus, de fa?on h realiser un contact sQr 
et facile h realiser entre la mince couche de silicium constituant la canal et 
IS les regions de source et de drain. 

L'invention a egalement pour objet un precede pour realiser un 
tel dispositif. 

Le dispositif semi-conducteur selon l'invention comprend un 
corps de silicium dans lequel sont formees des regions de source et de 

20 drain definissant entre elles une region de canal, une mince couche de 
dielectrique de grille sur la region de canal et une grille sur la mince 
couche de dielectrique de grille, une couche ensevelie d'un materiau 
dielectrique et une mince couche de silicium s'etendant entre les regions 
de source et de drain et comprise entre la couche de materiau dielectrique 

25 ensevelie et la couche de dielectrique de grille, la mince couche de 
silicium ayant une aire superieure & celle de la couche de dielectrique de 
grille de sorte que sa surface superieure comporte deux zones oppos6es 
qui s'etendent au-del& de la couche de dielectrique de grille, les regions de 
source et de drain recouvrant respecti vement chacune, au moins en partie, 

30 une desdites zones oppos6es. 

Dans une premi&re realisation de l'invention, la couche de 
materiau dielectrique ensevelie s'etend entre les regions de source et de 
drain. 

Dans une autre realisation de ('invention, la couche de materiau 
35 dielectrique ensevelie s'etend sur toute la surface du corps de silicium 
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sous les regions de source et de drain. 

En outre, le dispositif peut Stre un dispositif de structure 
planaire dans laquelle les surfaces des regions de source et de drain et de la 
region de grille sur lesquelles sont realises les contacts, se trouvent dans 
5 un meme plan. 

En g£n£ral, la couche de mat£riau ditlectrique ensevelie a une 
£paisseur de 1 k 50 nm, par exemple de l'ordre de 10 nm. 

Lorsque les regions de source et de drain component des 
extensions adjacentes k la mince couche de didlectrique de grille (par 
10 exemple Si0 2 , Ta^, Si 3 N 4 , A1 2 0 3 , etc.), la couche de mat&iau 
di6lectrique ensevelie est de preference situge en dessous de ces 
extensions et de preference encore adjacente k ces extensions. 

La couche de mat£riau di&ectrique ensevelie peut etre 
constitute de tout mat£riau dtelectrique solide ou gazeux approprit mais 
15 est de preference une cavit6 remplie d'air. 

La mince couche de silicium formant le canal du dispositif a en 
general une 6paisseur de 1 k 50 nm. 

Le contact avec la mince couche de silicium est obtenu par 
elimination des seconds espaceurs. Les zones expos6es de la couche de 
20 silicium permettent alors de d6buter 1'epitaxie (s61ective) des regions de 
source et de drain. La longueur de chacune des zones exposees de la mince 
couche de silicium est £gale k l*6paisseur de chacun des seconds 
espaceurs, gen£ralement ^100 nm. 

L'invention concerne 6galement un proc£d£ de fabrication du 
25 dispositif semi-conducteur selon Tinvention. 

Le proced£ de 1'invention comprend : 

(a) la formation sur une surface principale d'un corps de silicium 
d'une couche de germanium ou d'alliage SiGe; 

(b) la formation sur la couche de germanium ou d'alliage SiGe 
30 d'une mince couche de silicium; 

(c) la formation sur la mince couche de silicium d'une mince 
couche de di61ectrique de grille; 

(d) la formation sur la mince couche de di6lectrique de grille 
d'une grille ayant une surface sup£rieure revStue d'un masque dur; 

35 (e) la formation sur deux cdtls opposes de la grille et du masque 
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dur de premiers espaceurs en un premier mat£riau; 

(0 la formation le long des premiers espaceurs de seconds 
espaceurs en un second mat6riau different du premier mat£riau; 

(g) la gravure, de part et d'autre des seconds espaceurs, de la 
5 mince couche de dtelectrique de grille, de la mince couche de silicium, et 

eventuel lenient d'une partie de la couche de germanium pu d'alliage SiGe; 

(h) la gravure lat£rale selective de la couche de germanium ou 
d'alliage SiGe pour former un tunnel; 

(i) facultativement, le remplissage du tunnel avec un matgriau 
10 di£lectrique solide; 

(j) Elimination des. seconds espaceurs pour decouvrir sur la 
mince couche de silicium deux zones situdes respectivement de part et 
d'autre des premiers espaceurs; et 

(k) la formation de part et d'autre des premiers espaceurs de 
IS regions de source et de drain recouvrant, au moins en partie, lesdites 
zones. 

Dans une premiere realisation de 1'invention, la formation des 
regions de source et de drain comprend Epitaxie selective de silicium 
pour former de part et d'autre des premiers espaceurs des d£p6ts de 

20 silicium polycristallins pr£curseurs des futures regions de source et de 
drain, et recouvrant, au moins en partie, les zones decou vertes de la mince 
couche de silicium, Elimination du masque dur de grille et 1'implantation 
d'un dopant dans les dgpdts de silicium polycristallin pour former les 
regions de source et de drain. 

25 Dans une seconde realisation de 1'invention, la formation des 

regions de source et de drain comprend le d£pdt d'une couche 6paisse de 
silicium polycristallin d'enrobage, la formation sur la couche Ipaisse de 
silicium polycristallin d'un masque de resine, la gravure de la couche 
epaisse, Elimination du masque, le polissage mgcano-chimique de la 

30 couche gpaisse de silicium polycristallin jusqu'au niveau de la grille pour 
realiser des parties destinfes £ former les futures regions de source et de 
drain coplanaires avec la grille et Timplantation de dopant dans ces parties 
restantes de la couche 6paisse de silicium polycristallin pour former des 
regions de source et de drain recouvrant les zones d£cou vertes de la mince 

35 couche de silicium. 
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De preference, le proc6d6 de l'invention comprend avant l'etape 
de formation des premiers espaceurs, une etape d'implantation de dopant 
pour former des extensions des regions de source et de drain, et aprfes 
formation des premiers espaceurs, une etape d'implantation de dopant 
5 (surdopage des regions de source et de drain). 

Les alliages SiGe sont bien connus et on peut citer les alliages 
Si,_ x Ge x ou 0<x<l et les alliages Si^Ge^y oik 0<x<0,95 et 0<y<0,05. 

De preference, les alliages SiGe ont un taux relativement eiev6 
en germanium (x>0,l; de preference 0,l<x<0,3) pour une meilleure 
10 selectivity de gravure par rapport au silicium et k Si0 2 . 

L/eiimination selective du germanium ou de 1'alliage SiGe peut 
se faire par tout proc6d6 connu, par exemple au moyen d'une chimie 
oxydante telle qu'une solution 40 ml HN0 3 70% + 20 ml H 2 0 2 + 5 ml HF 
0,5%, ou par attaque plasma isotrope. 
15 La suite de la description se refere aux figures annexees qui 

representent respectivement : 

Figure 1 - une vue en coupe schematique d'une realisation d'un 
SON-MOSFET ayant des regions de source et de drain ciassiques; 

Figure 2 - une vue en coupe schematique d'une realisation d'un 
20 SON-MOSFET selon l'invention; 

Figure 3 - une vue en coupe schematique d'une autre realisation 
d'un SON-MOSFET selon l'invention; 

Figures 4a & 4i - des vues sch6matiques en coupe des etapes 
principales d'un premier mode de realisation du procede de fabrication 
25 d'un SON-MOSFET selon l'invention; 

Figures 5a & 5i - des vues sch6matiques en coupe des etapes 
principales d'un second mode de realisation. 

Bien que la description sera fatte pour un transistor MOS i effet 
de champ selon l'invention (SON-MOSFET), elle peut s'appliquer k tout 
30 autre dispositif semi-conducteur approprie. 

Sur la figure 2, on a represente une premiere realisation d'un 
SON-MOSFET selon l'invention qui comprend, comme celaest classique, 
un corps en silicium 10 ayant une surface superieure et des regions de 
source et de drain 23, 24 definissant entre elles une region de canal. 
35 Comme cela est egalement classique, les regions de source et de drain 23, 
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24 component des extensions 13' situ6es dans la region de canal. La 
surface superieure du corps 10 est revetue d'une mince couche d'un 
dielectrique de grille 14, par exemple Si0 2 , et une grille 15 en silicium 
polycristallin est formde au-dessus de la region de canal et flanqu6e 
5 d'espaceurs 17, 18, par exemple en Si 3 N 4 ou Si0 2 - Enfin, la structure est 
revetue d'un mafcSriau d'enrobage 26 et des contacts 25 sont pr^vus sur ies 
regions de source et de drain 23, 24 et la grille 15. 

La structure qui vient d'etre decrite est une structure MOSFET 
classique. 

10 Dans le cas du SON-MOSFET, une cavite remplie d'air ou une 

couche d un matdriau di61ectrique solide approprie 22 ponte les regions de 
source et de drain 23, 24 en dessous de la grille 1 5, de manifere h isoler une 
mince couche de silicium 1 3 du reste du corps de silicium 10. Cette mince 
couche de silicium 13 constitue le canal du transistor. 

15 La mince couche de silicium 13a gdneralement une epaisseur de 

1 & 50 nm. 

L'6paisseur de la cavite remplie d'air ou de la couche de materiau 
dielectrique solide 22 est de 1 h 50 nm, de preference de l'ordre de 10 nm. 

Selon Tinvention, la mince couche de silicium 13 constituant le 
20 canal a une aire superieure & la couche de dielectrique de grille 14, de sorte 
que sa surface superieure prdsente deux zones d£couvertes 13a s'6tendant 
au-dete de la couche de difilectrique de grille 14, de part et d'autre des 
espaceurs 17, 18. 

Selon Tinvention egalement, les regions de source et de drain 23, 
25 24 comportent des prolongements 23a f 24a recouvrant respectivement 
chacun, au moins en partie, une des deux zones decouvertes 13a de la 
mince couche de silicium 13. 

Ainsi, mSme avec des 6paisseurs extremement petites de la 
mince couche <ie silicium 13, on realise un contact fiable et suffisant entre 
30 les regions de source et de drain 23, 24 et la mince couche de silicium 13 
constituant le canal, ce qui pourrait ne pas Stre le cas avec un simple 
contact lateral. 

On a reprfisente & la figure 3 une autre realisation d'un SON- 
MOSFET selon Tinvention, ayant une structure planaire, c'est-&-dire que 
35 les surfaces superieures des regions de source et de drain et de la grille sur 
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lesquelles sont r6alis£s les contacts se trouvent dans un meme plan. 

Ce dispositif ne difffere du dispositif de la figure 2, outre la 
planarisation, que par le fait que la couche de mat^riau dielectrique 
ensevelie 22 s'etend sur toute la surface du corps de silicium 10, 
5 imm6diatement en dessous des regions de source et de drain 23, 24. 

On va maintenant d6crire, en liaison avec les figures 4a a 4i, un 
premier mode de mise en oeuvre du proc6d6 de Tinvention pour la 
fabrication d'un SON-MOSFET tel que represent^ a la figure 2. 

Comme le montre la figure 4a, on commence par d6poser 
10 successivement, par 6pitaxie (par exemple par d£pot chimique en phase 
vapeur), sur un substrat de silicium 10, une couche de germanium ou 
d'alliage SiGe 12, d'dpaisseur g6n6ralement comprise entre 1 et 50 nm et 
une mince couche de silicium 13, d'epaisseur de 1 & 50 nm. 

On forme ensuite de mani&re classique, comme le montre la 
15 figure 4b, une couche d'oxyde de grille 14 (Si0 2 ), puis sur cette couche 
d'oxyde de grille 14 une grille 15 en silicium polycristallin. 

On peut alors 6ventueliement former, par implantation ionique 
classique, des zones faiblement dopees 13 dans la couche mince de 
silicium 17, zones qui serviront ult6rieurement h former les extensions 
20 des regions de source et de drain. 

Comme le montre la figure 4b, la surface sup£rieure de la grille 
15 peut 6tre prot6g6e par un masque dur 16, par exemple une couche 
d'oxynitrure de silicium, comme cela est bien connu, et on forme de 
maniere connue sur les flancs opposes de la grille 15 et du masque dur 16 
25 des premiers espaceurs 17, 18 en Si3N 4 . 

On forme alors, de manifere classique, comme le montre la figure 
4c, le long des premiers espaceurs 17, 18, des seconds espaceurs 19, 20 en 
Si0 2 . 

On grave alors, de chaque c6t£ des seconds espaceurs 19, 20, 
30 comme le montre la figure 4d t par exemple au moyen d'un plasma, la 
couche d'oxyde de grille 14, la couche mince de silicium 13. et 
6ventuellement une partie sup6rieure de la couche de Ge ou d'alliage SiGe 
12. 

A ce stade, on ^limine s61ectivement le matlriau de la couche 12 
35 pour former un tunnel 21, comme le montre la figure 4e. 
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Bien que cela ne soit pas ndcessaire, on peut combler le tunnel 21 
avec un materiau di^lectrique solide approprie 22. 

Comme le montre la figure 4f, on dlimine alors les seconds 
espaceurs 19, 20 et les parties sous-jacentes de la couche d'oxyde de grille 
5 14 pour decouvrir sur la surface de la mince couche de silicium 13 deux 
zones 13a situdes de part et d'autre des premiers espaceurs 17, 18. 

Comme le montre la figure 4f , on elimine la couche de materiau 
didlectrique 22 de part et d'autre de la couche de silicium (desoxydation 
dans le cas d'une couche de Si0 2 ) afm de debuter 1'epitaxie des regions de 
10 source et de drain. 

On procfede alors classiquement, comme le montre la figure 4g, 
au depot selectif de silicium (par exemple par croissance dpi taxi ale) de 
part et d'autre des premiers espaceurs 17, 18 de silicium polycristallin, de 
fagon k former des depots de silicium polycristallin 23, 24 precurseur des 
IS futures zones de source et de drain, comportant chacune un prolongement 
23a, 24a recouvrant respectivement une des zones decouvertes 13a de la 
surface de la mince couche de silicium 13. 

Aprfes Elimination du masque dur de grille 16, on proc&de & 
l'implantation de dopant dans les depots de silicium polycristallin 23, 24 
20 et dans la grille 15 (figure 4h). 

L'ach&vement du dispositif, tel que la formation de contacts 25 
et ^encapsulation dventuelle 26, s'effectue de manifere tout & fait classique 
(figure 4i). 

On a represent^, aux figures Sa & Si, un deuxi&me mode de 
25 realisation du procddd de 1'invention qui permet d'obtenir un MOSFET 
selon l'invention & structure planaire tel que reprdsentd & la figure 3. 

Les Stapes du procddd jusqu'd l'dlimination de la couche de Ge ou 
d'alliage SiGe representees aux figures Sa k Se, sont identiques k celles 
ddcrites en liaison avec les figures 4a h 4e, si ce n'est que le matdriau 
30 constituant les premiers espaceurs 17, 18 est du Si0 2 et celui des seconds 
espaceurs 19, 20 est du Si 3 N 4 . 

Aprfcs formation du tunnel 2 1 , on realise une couche de materiau 
dielectrique 22 remplissant le tunnel et recouvrant les jonctions de la 
surface principale du substrat ob seront formdes ulterieurement les 
35 rdgions de source et de drain (figure 5f). 
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Comme le montre-la figure 5g, on recouvre 1'ensemble de la 
structure d'une couche £paisse de silicium polycristallin 27, puis d'un 
masque de r£sine 28. La couche 6paisse de silicium polycristallin 27 est 
alors grav£e de maniere classique au moyen du masque de resine k la 

5 dimension et la geom£trie voulues. 

Sur la figure 5g, on a iepi£sent6 Tisolement lateral 11, afin de 
donner une r6f6rence pour la gravure de la couche de silicium 
polycristallin 27. Pour des raisons de simplification, on n'a pas represent^ 
cette isolement 1 1 sur les autres figures. 

10 Aprfcs enlevement du masque de r6sine 28, on procfede alors h un 

polissage m6cano-chimique classique de la couche £paisse de silicium 
polycristallin 27 jusqu'& enlevement complet du masque dur de grille 16, 
de mani&re & rtaliser des regions du silicium polycristallin 23, 24, 
destinies & former les futures regions de source et de drain ayant des 

15 prolongements 23a, 24a qui recouvrent les zones decouvertes 1 3a de la 
mince couche de silicium 13. On proc&de alors k une implantation 
classique de dopants pour rdaliser les regions de source et de drain et la 
grille. 

La structure obtenue est une structure planaire, c'est-zk-dire que 
20 les surfaces sup£rieures des regions 23, 24 et de la grille 15 sont situ6es 
dans un merae plan. 

Comme le montre la figure 5i, le dispositif est achev6 comme 
precedemment par formation classique de contacts 25 et d'une 
encapsulation 26. 

25 Les dispositifs, en particulier les dispositifs planaires, selon 

rinvention, dont la structure est voisine de celle des dispositifs SOI 
fabriquds en utilisant un substrat de silicium sur isolant, et leurs procedds 
de fabrication, prdsentent de nombreux avantages par rapport k ces 
dispositifs SOL 

30 Tout d'abord, ils ne n&essitent pas Temploi d'un substrat SOI 

coQteux qui le plus souvent ndcessite une etape d'amincissement de 
l'epaissseur du silicium. 

La couche de silicium dans les proc£des de rinvention etant 
form6e par £pitaxie peut avoir une dpaisseur arbitrairement mince. 

35 Le proc6d6 de rinvention permet des epaisseurs trfes minces de la 
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couche de matfiriau di^lectrique ensevelie (ou en mat6riau solide), de 
Tordre de quelques nanometres par rapport aux centaines de nanometres 
pour les SOI conventionnels, ce qui presente un avantage du point de vue 
de la suppression des effets de canaux courts. 

5 On obtient un meilleur contact thermique entre le canal et le 

substrat, grace & la couche de mat£riau dielectrique ensevelie et aussi 
grace au fait que cette couche ne deborde pas de la zone de grille. 

On supprime le lien entre l'gpaisseur de la mince couche de 
silicium et la profondeur des jonctions diminuant ainsi les resistances 

10 series. 

On peut encore, grace h la r£oxydation de la face arri&re de la 
mince couche de silicium constituant le canal (aprfcs Elimination de la 
couche de Ge ou SiGe), obtenir un trfcs bon £tat de surface canal/isolant. 

Enfin, on supprime les problfemes de selectivity de la gravure de 
IS Si par rapport k Si0 2 qui, dans un substrat SOI conventionnel, peuvent 
conduire au perjage de la mince couche d'oxyde sous les regions de source 
et de drain. 
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REVENDICATIONS 

* 1. Dispositif semi-conducteur comprenant un corps de silicium 

(10) dans lequel sont form£es des regions de source et de drain (23, 24) 
definissant entre elles une region de canal, une mince couche de 
dielectrique de grille (14) sur la region de canal et une grille (IS) sur la 
5 mince couche de dielectrique de grille, une couche ensevelie d'un 
materiau dielectrique (22) et une mince couche de silicium (13) s'etendant 
entre les regions de source et de drain et comprise entre la couche de 
materiau dielectrique ensevelie (22) et la couche de dielectrique de grille 
(14), caracterise en ce que cette mince couche de silicium (13) a une aire 

10 supdrieure k celle de la couche de dielectrique de grille ( 1 4) de sorte que sa 
surface sup£rieure comporte deux zones oppos6es (13a) qui s'etendent au- 
del& de la couche de dielectrique de grille (14) et en ce que les regions de 
source et de drain (23, 24) recouvrent respectivement chacune, au moins 
en partie, une desdites zones opposees (13a). 

15 2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que la 

couche de materiau dielectrique ensevelie (22) s'6tend entre les regions de 
source et de drain (23, 24). 

3. Dispositif selon la revendication 1 , caracterise en ce que la 
couche de materiau dielectrique ensevelie (22) s'etend sur toute la surface 

20 du corps de silicium (10) en dessous des regions de source et de drain (23, 
24). 

4. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 & 3, 
caracterise en ce qu'il a une structure planaire. 

5. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 & 4, 
25 caracterise en ce que la couche de materiau dielectrique ensevelie (22) est 

une cavite remplie d'air, 

6. Dispositif selon l*une quelconque des revendications 1 i4, 
caracterise en ce que la couche de materiau dielectrique ensevelie (22) est 
un materiau solide. 

30 7. Dispositif selon rune quelconque des revendications 1 2t 6, 

caracterise en ce que le dispositif est un transistor. 

8. Procede de fabrication d'un dispositif selon la revendication 
1, caracterise en ce qu'il comprend : 
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(a) la formation surune surface principale d un corps de silicium 
(10) d'une couche de germanium ou d'alltage SiGe (12); 

(b) la formation sur la couche de germanium ou d'alliage SiGe 

(12) d'une mince couche de silicium (13); 

5 (c) la formation sur la mince couche de silicium ( 1 3) d'une mince 

couche de dillectrique de grille (14); 

(d) la formation sur la couche de di€lectrique de grille (14) d'une 
grille (15) et du masque dur (16) sur la grille; 

(e) la formation sur deux c5t6s opposes de la grille (15) et du 
10 masque dur (16) de premiers espaceurs (17, 18) en un premier mat£riau; 

(0 la formation le long des premiers espaceurs (17, 18) de 
seconds espaceurs (19, 20) en un second materiau different du premier 
mat£riau; 

(g) la gravure, de part et d'autre des seconds espaceurs (19, 20) 
IS de la couche de dielectrique de grille (14), de la mince couche de silicium 

(13) et gventuellement d'une partie de la couche de germanium ou alliage 
SiGe (12); 

(h) la gravure selective de la couche de germanium ou d'alliage 
SiGe (12) pour former un tunnel (21); 

20 (i) facultativement, le remplissage du tunnel (21) avec un 

matSriau dielectrique solide (22); 

(j) reiimination des seconds espaceurs (19, 20) pour d£couvrir 
sur la mince couche de silicium (13) deux zones (13a) situ6es 
respectivement de part et d'autre des premiers espaceurs (17, 18); et 

25 (k) la formation de part et d'autre des premiers espaceurs (17,18) 

de regions de source et de drain (23, 24; 23a, 24a) recouvrant, au moins en 
partie, lesdites zones (13a). 

9. Proc6d6 selon la revendication 8, caractlrisg en ce que la 
formation des regions de source et de drain (23, 24) comprend le d£pdt de 

30 silicium polycristallin par £pitaxie selective pour former de part et d'autre 
des premiers espaceurs (17, 18) des depots de silicium polycristallin 
prdcurseurs des futures rdgions de source et de drain et recouvrant, au 
moins en partie, les zones d£couvertes (13a) de la mince couche de 
silicium (13), rumination du masque dur de grille 16 et l'implantation de 

35 dopant dans les depots de silicium polycristallin pour rgaliser les rdgions 
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de source et de drain. 

10. Proc6d£ selon la revendication 8, caract6ris6 en ce que la 
formation des regions de source et de drain comprend le d6p6t d'une 
couche €paisse de silicium polycristallin d'enrobage (27), la formation 

5 sur la couche gpaisse de silicium polycristallin (27) d un masque de r£sine 
(28), la gravure de la couche 6paisse de silicium polycristallin (27) au 
moyen du masque k la forme et k la dimension voulues, Telimination du 
masque de resine (28), le polissage mecano-chimique de la couche 6paisse 
de silicium (23) jusqu au niveau de la grille (15) pour realiser dans la 

10 couche epaisse de silicium polycristallin (23) des parties (23, 24) 
destinees k former de futures regions de source et de drain coplanaires 
avec la grille et l'implantation d*un dopant dans lesdites parties (23, 24) 
pour former les regions de source et de drain. 



2799307 



1/6 



25 17 25 18 25 



FIG.1 




FIG.2 




25 17 25 18 25 



FIG.3 




2799307 



2/6 



FIG.4a 



FIG.5a 




FIG.4b 




FIG.5b 




FIG.4C 




-16 


15- 


20 


19- 


-18 


17- 




14- 


-12 




-13' 


13'- 


-10 


13- 



FIG.5C 




i 

! 

! 

2799307 

3/6 



FIG.4d FIG.5d 




i 

\ 
\ 



FIG.4e FIG.5e 




; 



i 



2799307 

4/6 



FIG.4f FIG.5f 




FIG.4f 




5/6 



2799307 



FIG.4 q 




E!05g 

lUlilllJ 




14 , 



FIG.4h 

U11IIUI 






15- 


-18 


17- 


13' 


13 u 


24 


23a 


22 


23' 


-10 


13' 



FIG.5h 

lilllliJi 





1 



rGpubuque franchise 



BPI 



imtiintr 

KATtOSAL 01 
LA MOMICTI 
INMJtTftlCLLC 



RAPPORT DE RECHERCHE 

PREUMINAIRE 

^taWi sur la base des demfcres revindications 
dfSpos&s avant te commencement de la recherche 



2799307 

•Td'e 



FA 582507 
FR 9912308 



Cattgorte 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Cdaion du document evec indication, en casde besom, 
des parties pertinentes 



US 5 405 795 A (BEYER KLAUS D 
11 avril 1995 (1995-04-11) 
* figure 1 * 



ET AL) 



HUANG J M ET AL: "ULTRA-THIN FILM 
S0I/CM0S WITH SELECTIVE-EPI SOURCE/DRAIN 
FOR LOW SERIES RESISTANCE, HIGH DRIVE 
CURRENT" 

SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, US, NEW YORK, 
IEEE, 

vol. SYMP. 14, 7 juin 1994 (1994-06-07), 
pages 33-34, XP000498570 
ISBN: 0-7803-1922-2 
» figure 1 * 

US 5 773 331 A (WONG HON-SUH PHILIP ET 
AL) 30 juin 1998 (1998-06-30) 

* figure 5 * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 009, no. 136 (E-320), 

12 juin 1985 (1985-06-12) 

-& JP 60 020582 A (NIPPON OENKI KK), 

1 fevrler 1985 (1985-02-01) 

* abrege; figure 1 * 

FR 2 750 534 A (COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOM I QUE) 2 Janvier 1998 (1998-01-02) 

* figure 11 * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 018, no. 340 (E-1569), 
27 juin 1994 (1994-06-27) 
-& JP 06 085259 A (FUJITSU LTD), 
25 mars 1994 (1994-03-25) 

* abrege; figure 4 * 

_ _ y _ 



1.3,4,6, 



1,3,6.7 



1,2,6,7 



1.8,9 



1,3.4, 
6-8,10 



1.3,4, 
6-8,10 



Class* men) attrlbue 
allnvefrtjonparriNPI 



H01L29/786 



OOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnLCL.7) 



HOIL 



27 julllet 2000 



Gelebart, J 



categorie des documents ait s 

X : particuBerefnenl pertinent a lui seu! 

Y : patllcufieremenJ pertinent en wrnbinafaon avec un 

autre document de la me me cat 690 he 
A : amere-ptan itxhnotogicpje 
O : divulgation non-eorite 
P : document intercalaire 



T: theorieou pfincrpe a la base del invention 

E : document de brevet benefidanl tf une dale anterieure 

aladatadedepotetquin aetepuoJIe qua certe date 

da depot ou qua une date posteneure. 
O: cite dans la demande 
L : de pour tf am res rabons 

& : membra de ta meme lamiBe. document correspondent 



page 1 de 2 



REPUBUQUE FRANCHISE 




I M Ml iT Mil LLC 



RAPPORT DE RECHERCHE 

PRELIMINAIRE 

6taWi sur la base des demotes revendications 
<J6pos£es avarrt le commencement de la recherche 



2799307 

NT d'enregtstrofnenl 



FA 582507 
FR 9912308 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie 



Cadundu document avecMfcalion. en casde besotn. 
des partes peflbieMes 



Re«enaicafian(s| 
oancemioit) 



Ctossemen enflbue 
e riiwentlon per riNPI 



JURCZAK M ET AL: "SON (silicon on 
noth1ng)-a new device architecture for the 
OLSI era" 

SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, US, NEW YORK, 
NY: IEEE, 

14 ju1n 1999 (1999-06-14), pages 
29-30-30, XP0021 33376 
ISBN: 0-7803-5438-9 

* figure 1 * 

"M0S TRANSISTORS WITH BOTTOM-ISOLATED 
SOURCE/DRAIN REGIONS" 
RESEARCH DISCLOSURE , GB , INDUSTRIAL 
OPPORTUNITIES LTD. HAVANT, 
no. 398, 1 juln 1997 (1997-06-01), pages 
378-379, XP000726504 
ISSN: 0374-4353 

* figures 1-5 * 



1,2,5-8 



1.3,5-8 



DOMAIN ES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnLCL.7) 



Date cf ach**«ment do b r ! 




27 Julllet 2000 


GeTebart, J 



category des documents cnt s 

X : paftcu&eremenl perttnenl a hi seul 

Y : partia6£remenl pertinent en comtotnalson i 

autre document de mftrrw cBfldgorie 
A : amere-pian lecfinotogique 
0 : cfcvtigatJon non-eoUe 
P : document irdercalaire 



T : Iheorte ou prindpe a la base de f invenlioo 

E : documenl de brevet Wneficiant tfune dale anlerteure 

a la dale de depot ef qui n a eta puttie qu a oefle date 

de depdl ou qu a une dale posteneure. 
D : did dans la daman de 
I : cttd pour (Tauves rafcons 

A : membre de ta mflme famifle. document correspondartt 



page 2 de 2 



